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엘  스플   층과 층  각각 한층 또는 층 상 합 어 는 엘   

시 층에 어 , 시 층에 빈공간  하여 빈공간  시 층에 달  열  빈공간  하  

시 층  달  하지 않도  하는  가지는 것  특징  한다. 또한, 엘   시

층    공 다.

도 - 도3
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특허청  

청 항 1 

층과 층  각각 한층 또는 층 상 합 어 는 엘   시 층에 어 ,

상  시 층에 빈공간  하여 상  빈공간  상  시 층에 달  열  상  빈공간  하  

시 층  달  하지 않도  하는  가지는 것  특징  하는 엘  스플  .

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상  빈공간  질  또는  등가  체  어 는 것  특징  하는  엘  스플  

.

청 항 3 

(a) 단  공  료   상에 체  콘포말하게 층  1 층  차  도포하

는 단계;

(b) 상  1 층 상에 해  고 층  하는 단계;

(c) 상  해  고 층 상에 2 층  하는 단계;

(d) 상  2 층 상에 포 -에칭공  통해 역에  상  2 층  도  하는 감 막

 하는 단계;

(e) 상  감 막  마스크   상  2 층  에칭하여 상  해  고 층  시키는 단

계; 

(f) 매  하여  상  해  고 층  거하여 열  빈공간  하는 단계  포함하

는 엘   시  .

청 항 4 

 3 항에 어 ,

상  해  고 는 감 막 과 같  재  어 어 상  매에 해 동시에 거 는 것  특징

 하는 엘   시  .

청 항 5 

 3 항에 어 ,

상  1 층  2 층  SiNx  루어지는 것  특징  하는 엘   시  .

청 항 6 

 3 항에 어 ,

상  빈공간  질  또는  등가  체  어 는 것  특징  하는 엘   시

 .

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  래 술
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본  엘  스플    그  에 한 것 , 보다 상 하게는 엘  스플  <10>

  하여 시  해주는 공 에 어  열에 한 엘   상  지할 수 는 

엘  스플     그 에 한 것 다.

엘 (OLED)라 함  Organic Light Emitting Diode  약  (luminescent) 합  <11>

 여 시켜(excited) 시키는  스플  말한다.

엘 는 낮  압에  동  가능하고 , 시야각, 빠  답 도 등 LCD에   지 고 는 <12>

결  해 할 수 , 다  스플  에 비해  하에 는 TFT-LCD  동등하거나 그 상  질

 가질 수 다는 과  공  단순하여 향후 가격 경쟁에  리하다는 등   가진 차  스플

 주 고 다.

러한 엘 는  리  상에 양 극  ITO  극  어 는 태  가진 하 과 <13>

 상에 극   극  어 는 상  사  공간에   재가 어, 상  

 극과 상   극 사 에  압  가     재에 가  빛  하는 

질  하는 스플  치 다.

도 1  래  엘  스플   나타내는 단 도 다.<14>

도  1에  도시   같  래  엘  스플  (10)  (100)상에  하 극 (110)  <15>

고,  상  하 극 (110)  상에는  역  는  역  하고  에  걸쳐  연체

(insulator; 120)가 , 상  연체(120) 상에는 역 프 (역마 )  리체(separator; 130)가 

, 상  연체(120)에 해  하 극 (110) 상에는 층(140)과 상 극층(150)  

차  층 어 ,  상  든  들  시 층(passivation layer;  160)에  해  여  

다.

시 층(160)  하는 는 상 극층(150)  산  지하고 수 나 산 에 민감한 <16>

층(140)  보 하  함 다.

러한 시 층(160)   후에 보다 단단한 층  하  하여 , 체 는 엑시  <17>

(excimer laser)  같  고  단 (약 150~400nm)  가진  사하여 어닐링(annealing) 해주는 과  

거쳐는 , 러한 어닐링 공  시 층(160) 숙  해  경우 엘  단 에 열 격  주어 엘

 에 상   우 가 다.

         루고  하는 술  과

본  루고  하는 술  과 는 시 층 숙  어닐링  해주 라도 공  에 열에 한  <18>

열 격  지할 수 는 엘  스플   공하는 에 다.

본  루고  하는 다  술  과 는 상  엘  스플    공하는 에 다.<19>

본  루고  하는 술  과 들  상에  언 한 술  과 들  한 지 않 , 언 지 않  <20>

또 다  술  과 들  아래  재  당업 에게 하게 해  수  것 다.

       

상  술  과  해결하  한 본  실시 에 엘  스플   층과 층  <21>

각각 한층 또는 층 상 합 어 는 엘   시 층에 어 , 시 층에 빈공간  

하여 빈공간  시 층에 달  열  빈공간  하  시 층  달  하지 않도  하는 

 가지는 것  특징  한다.

상  다  술  과  해결하  한 본  실시 에  엘   시   (a)단<22>

 공  료   상에  체  콘포말하게 층  1  층  차  도포하는 

단계, (b) 층 상에 해  고 층  하는 단계, (c) 해  고 층 상에 2 층  하는 

단계, (d) 2 층 상에 포 -에칭공  통해 역에  2 층  도  하는 감 막  

하는 단계,  (e)감 막  마스크   2  층  에칭하여 해  고 층  시키는 

단계,  (f) 매  하여  해  고 층  거하여 열 층  하는 단계  포함한다.
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타 실시 들  체  사항들  상 한   첨  도 들에 포함 어 다.<23>

본    특징, 그리고 그것들  달 하는  첨 는 도 과 함께 상 하게 후술 어 는 실시<24>

들  참 하  해질 것 다. 그러나, 본  하에  개시 는 실시 들에 한 는 것  아니라 

 다  다양한 태   것 , 단지 본 실시 들  본  개시가 하도  하 , 본  하

는 술 야에  통상  지식  가진 에게  주  하게 알 주  해 공 는 것 , 본 

 청 항  주에 해  뿐 다.  체에 걸쳐 동  참  는 동   지칭한다.

또한, 도 에  층과 막 또는 역들  크  께는   하여 과 어 술  것 , 어  <25>

막 또는 층  다  막 또는 층  "상에" 다라고 재  경우, 상  어  막 또는 층  상  다  막 또는 

층  에 직  재할 수도 고, 그 사 에 3  다  막 또는 층  개재  수도 다.

도 2는 본  실시 에  엘  스플   나타내는 단 도 다.<26>

다만, 도 2에 어 , , 하 극 , 연체(insulator), 리체(separator), 층  상 극<27>

  엘   는 래  것과 동 하므  그  생략하  하 , 본  들 

 보 하  한 시 층에 한 므  하에 는 시 층에 한 만  하  한다.

도 2에 도시   같  엘  스플   시 층(200)  층과 층  한층 또는 <28>

층 상 합 어 어 , 러한 층  층 사 에는 드시 한 층 상  빈공간  가

지는 것  특징  한다.

도 2에 는 역  어 는 엘  상에 체  콘포말(피도포층  과 체  <29>

하  피도포층  상  그  지하도  미 )하게 도포 어 는 층(201) 상에 SiNx  같  1 

층(202)  어 고, 상  1 층(202) 상에 비어 는 빈공간(203)  어 다.

상  빈공간층(203)  상 에는 상  빈공간(203)  하  해 매가 는 공  어 <30>

는 , 러한 공  수 나 산 가 침 는 것  지하  해 빈공간(203) 상 에는 다시 층과 

층들  단독 또는 합 는 태  층  수 다.

다만, 본  술  사상  단층 또는 수층  층과 층  엘   시 층  <31>

하  그 간 역에 빈공간  하여, 빈공간  상  시 층  빈공간  하  시 층

 열  달  하지 못하도  하는 에 다.

라 , 빈공간(203)  하는 것 에 체  층  층  갯수, 그 층순 , 그 질  <32>

에 해 는 본  리 가 한 지 아니한다.

도 2에 도 빈공간(203) 상에 층   내지 층  합 어 루어지는 층  어 나, 는 <33>

시  것에 과하다.

빈공간(203)  진공상태  어 어도 하나, 질  또는 그  등가  가스  해주는 것  람직<34>

하다.

도 3  도 2  엘  스플   시 층  함에 어  빈공간  하  한  <35>

하  한 공 도 고, 도 4a 내지 도 4g는 도 3  각 공 단계에 어  공 단 도들 다.

본  실시 에  엘  스플   시 층  하  해 는 , 도 4a에 도시  <36>

 같  단 (unit cell) 공  료  (400) 상에 체  콘포말(conformal)하게 층

(410)  1 층(420)  차  도포한다(S310).

, 콘포말  미는 피도포층  과 체  하  피도포층  상  그  지하도  도포 다는 <37>

것  미한다.

(400) 상에는 단  하는 하 극 (401), 연체(402), 리체(405),  층(403)과 <38>

상 극층(404)  어 는 , 는 래  단  공 에 해  것들   포함한다.

층(410)  상  단  공  료  (400) 상에 상  단 들   도  도포 는 , <39>

층(410)  하  한 는 감 막  사 는 재나 아크릴계, 우 탄계  고  재료가 

사  수 다.
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층(410)  단  공  료  (400)  도포하는 는  수 나 산  침<40>

 단  상 극(404)  산  지  층(403)  열 (degradation)  지하  함 다.

1 층(420)  상  층(410) 상에 콘포말하게 도포 , 1 층(420) 는 SiO2, SiNx  같<41>

 들  사  수 다.

다 , 도 4b에 도시   같  상  1 층(420) 상에 해  고 층(430)  한다(S320).<42>

해  고 층(430) 란 후에 매  같  매에 해 거   거  수 는 고   층<43>

 미하 , 러한 해  고 층(430)  매에 해 후에 거  본  열  빈공간(도 2

 203참 )  만들어진다.

해  고 층(430) 는  비극  매에 쉽게 해  수 도  비극  고   재가 <44>

사  수 , 그 체  질 는 폴리 미드수지  들 수 다.

다 , 도 4c에 도시   같  해  고 층(430) 상에 2 층(440)  한다(S330).<45>

2 층(440)에는 후에 진행 는 에칭공  통해 하  해  고 층(430)  도  하는  <46>

,  들  통해 매가 해  고 층(430)에 침 어 해  고 층(430)  해시키게 

다.

2 층(440)  에 사 는 는 SiO2, SiNx가 등   들 수 는 , 에도 다양한 <47>

들  사 가능하다.

다 , 도 4d에 도시   같  2 층(440) 상에 감 막 (450)  한다(S340).<48>

상  감 막 (450)  포 마스크  한 포 -에칭공 에 해 , 역에  2 층(44<49>

0)  어 는 태  닝 어 다.

다 , 도 4e에 도시   같  상  감 막 (450)  식각마스크 하여 2 층(440)  에칭한다<50>

(S350).

감 막 (450)에 어  역에  어 는 2 층(440)  에칭공 에 해 거  그 결과 <51>

동 역에  해  고 층(430)  다.

 에칭공  플라 마에 한 건식에칭도 가능하나, 택 (selectivity)  우수한 식각액  사 한 습식<52>

에칭 식  사 하는 것  람직하다.

다 , 도 4f에 도시   같  매  하여 해  고 층(430)  거하여 열  빈공간<53>

(431)  한다(S360).

 사 는 매는 해  고 층(430)  에 사 는 재질에 라 결 는 , 본 에 는 아<54>

(acetone)  사 었다.

또한, 해  고 층(430)  거시 감 막 (450)도 동시에 거(  애싱공 라 함)하는 것  람직<55>

한 , 그러  해 는 앞  한  같  해  고 층(430)  감 막 (450)  에 사 는 

재  같  것  사 하는 것  람직하다.

다 , 도 4g에 도시   같  열  빈공간(431)   상에 콘포말하게 층 또는/  <56>

층  합하여 층시킨다.

, 사 는 층과 층  층수,   열  본  리  한하지 아니한다.<57>

마지막 , 상  단계에 해  층  상에 엑시   같  고  단 (150~400nm)  <58>

 사하여 시간동안 시키 도 열  빈공간(431)  해 열  빈공간(431)  상 에 달  

열  열  빈공간(431)  하  달 지 않게 다.

 해, 시 층 숙  어닐링하는 공  가능해진다.<59>

다만, 상  공 단계에 어 , 열  빈공간(431)  하는 단계 후, 열  빈공간(431)에 질  또<60>

는  등가   가스  빈공간(431)에 채워주는 공 단계    수도 다.
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 상 첨  도  참 하여 본  실시 들  하 나, 본  상  실시 들에 한 는 것  <61>

아니라  다  다양한 태   수 , 본  하는 술 야에  통상  지식  가진 는 

본  술  사상 나 필수  특징  변경하지 않고  다  체  태  실시  수 다는 것  

해할 수  것 다. 그러므  상에  술한 실시 들  든 에  시  것  한  아닌 것

 해해야만 한다.

     과

본  실시 에  엘  스플    그  에 하  시 층  간에 상  <62>

열  하  달하는 것  하지 못하도  하는 열  빈공간  함  보다 숙한 어닐링 처리

가 가능하 , 래에 리  하여 지캡  하는 것에 비해 비  간단하고도 가  비  보다 

신뢰  는 지캡 공 수행  가능해 진다.

도  간단한 

도 1  래  엘  스플   나타내는 단 도 다.<1>

도 2는 본  실시 에  엘  스플   나타내는 단 도 다.<2>

도 3  도 2  엘  스플   시 층  함에 어  빈공간  하  한  <3>

하  한 공 도 다.

도 4a 내지 도 4g는 도 3  각 공 단계에 어  공 단 도들 다.<4>

<도  주  에 한  ><5>

400:                            410: 층<6>

420: 1 층                   430: 해  고 층<7>

440: 2 층                   450: 감 막<8>

431: 열  빈공간<9>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4a

    도 4b

    도 4c
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    도 4d

    도 4e

    도 4f

- 9 -

등록특허 10-0773934



    도 4g

- 10 -

등록특허 10-0773934


	문서
	서지사항
	요 약
	대표도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4a
	도면4b
	도면4c
	도면4d
	도면4e
	도면4f
	도면4g




문서
서지사항 1
요 약 1
대표도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 발명의 상세한 설명 2
  발명의 목적 2
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 2
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 3
  발명의 구성 3
  발명의 효과 6
 도면의 간단한 설명 6
도면 6
 도면1 6
 도면2 7
 도면3 7
 도면4a 8
 도면4b 8
 도면4c 8
 도면4d 9
 도면4e 9
 도면4f 9
 도면4g 10
